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「CMP技術大系」は社団法人精密工学会プラナリゼーションＣＭＰとその応用技術専門委員会の編集部会が企画を行
い、グローバルネットが発行することになりました。同委員会は学術学会としては初めての半導体デバイスのプラナリ
ゼーション／ＣＭＰに関する委員会であります。このプラナリゼーション／ＣＭＰの分野は従来のポリシングに代表さ
れます研磨加工をベースとし、さらに洗浄、計測、半導体デバイスプロセスなど広い領域を含んでおります。その中
で、当専門委員会では、これまでの活動の集大成として、「ＣＭＰ技術大系」の書籍出版を企画いたしました。これま
で学会のオーガナイズドセッション、定例研究会、セミナーなどでご講演された貴重な内容を踏まえ、ＣＭＰの技術の
発展を跡付けるとともに、最前線の技術ならびにその応用がわかる書籍になると思っております。ぜひ関係各位の方々
にご購入いただきたく存じます。
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